BUZ 94

Eckwerte
Drain-Source-Spannung . Vos = 600V
Drain-Gleichstrom I =78A

Drain-Source-Einschaltwiderstand Ay, = 0,9 Q

Ausfithrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp
Gehéuse Metallgehause 3A 2 nach DIN 41872 bzw. nach JEDEC TO 204 AA (TO 3).

Gewicht: ca. 12g

N-Kanal

Typ | Bestelinummer
BUZ 94 | C67078-A1019-A2
16 S ¢40%7 G
- =
Tt T D
S =
— w2
o~ @
Py
1893 10,9203
o 25 44015 fm
Ymax. Biegebereich
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vs 600 \"
Drain-Gate-Spannung Voer 600 \ Rgss = 20 kQ)
Drain-Gleichstrom I 78 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 31 A Tc =25°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \
Max. Verlustleistung P 125 w T =256°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tag —-55...+150 | °C
Feuchteklasse o] - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehause Ry e <10 K/W
Chip — Umgebung Ringa <35 K/W
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BUZ 94

Kennwerte

(bei T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbo! | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierypss | 600 - - \ Vos = 0OV
Durchbruchspannung I, = 0,25mA
Gate-Schwellenspannung Vas i 2,1 3,0 4,0 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ihes - 20 250 A T, = 25°C
- 100 | 1000 T =125°C
Vs = 600V
Vs = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vios Y
Drain-Source- Ros (on) - 08 |09 Q Vos = 10V
Einschaltwiderstand I, = 5A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 27 |40 - ] Vos = 25V
I, = BA
Eingangskapazitat Cis - 38 |49 nF | Ves = OV
Ausgangskapazitat Cone — |250 [400 |pF }’ns = Q%H
Ruckwirkkapazitat C.. — 100 [170 - e
Einschaltzeit 1, 3 on) - 50 |75 ns | Vo =30V
(ton = td (on) + tr) tr _ 80 120 ID = 2,8A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit ¢ t - 330 |430 _
d (off) Rgs = 50Q
(ttt = tyom + 1) 3 - 110 | 140
Inversdiode
Gleichstrom In - - 7.8 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst Iorm - - 31
DurchlaBspannung Van - 1,3 1,7 \Y I =2x%x Iy
Vas =0V, T, =25°C
Sperrverzdgerungszeit t, - 1,2 - us T =25°
Sperrverzogerungsladun Q, - 12 — C = ke
serngsiacing "% | dria = 100A/s
v, = 100V
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BUZ 94

Verlustleistung Ay = £(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
T,=25°C
140 ® TR
W 16 -
p. 120 Iy WV [/ V=TV
D 10V\\ /l 65V
14 gy \1/ //
75V,
T 100 2 i /,/ il
80 10 I;l
N/ //A 55V
60 |
6 £ 1N —
/ 5V
40 4 / L
S 45V
20 2 ~
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0 |
0 0 10 20 30 40 50 V 60
0 50 100 °C 150
. —_— VIJS
C
Zul. Betriebsbereich I, = 7 (Vpg) Typ. Ubertragungscharakteristik I = f(Vgg)
Parameter: D = 0,01, Tg = 25°C Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vos = 25V, T} = 25°C
0o? FH 15
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BUZ 94

Typ. Einschaltwiderstand Rpg (o) = f(Ip)
C

Parameter: Vgg; 7j = 25°
30 I
Roston) R Vis=5V 1 55V| 6V & 65V
25
I
/
20
7
/
/
15 -
— » ATV
L 75V
0 e
1 . = |
o5 118V [ 9V 10v_20v
0
0 2 4 6 8 10 12 1 1AM

-1

Typ. Ubertragungssteilheit g, = 7 (1)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vos = 25V, Tj = 25°C

Rosion 2

Einschaltwiderstand Apg (on) = (7))
Parameter: In = 5A, Vgg = 10V
(Streubereich)

30

2,5

2,0

98%- 170

> typ.

~50 0 50 100 °C 150

—7

Gate Schwellenspannung Vggin) = f (7)
Parameter: Vpg = Vgg Ip = TMA
(Streubereich)

5
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-y 98%

[A 4]
T
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BUZ 94

Typ. Kapazitaten C = 7 (lpg)
Parameter: Vgg = 0, f = 1MHz

10
nF
5

[iss B

10°

L1

< Coss
10"

[I'ss E

102
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—=Ws

DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f(Vgp)
Parameter: T, t, = 80 ps

(Streubereich)
10°
A
5
A P
7= A7 A
] W 7
10'L 25°Ctyp. L LA
F150°Ctyp.J T
=
5 y 25°C {98%)
/11T 1500C (98%)
10° /
I
5
107

0 05 10 15 20 25 Vv 30

—_— VSD
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Drainstrom I = f(7g)
Parameter: Vgg = 10V
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BUZ 94

Transienter Warmewiderstand Z,,,c = f (8
Parameter: D = /T

K
W
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—-

Typ. Gateladung Vs = £ (Qgate)
Parameter: Ip, s = 11,7A
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BUZ 171

Eckwerte P-Kanal .
Drain-Source-Spannung _ Vos = =50V
Drain-Gleichstrom I = -=7,0A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg(,, = 0,4 Q
G
Austiihrung  SIPMOS, P-Kanal, Anreicherungstyp s
Gehéause Kunststoffgehause 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.2g
Typ | Bestelinummer
BUZ 171 | C67078-A1450-A2
17'530,1——2 g:01
GDS 3 =
2 1 _JI_$4
EeE=— L CIRY
ZlelsT g2 ] | T P
[
e
SE : =~
J— gvz.o,z e ,
1351 F-amt=e—15, 6202
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vs - 50 "
Drain-Gate-Spannung Voar -50 Vv Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I -7 A To =25°C
Drain-Strom, gepulst Toous —28 A T. =25°C
Gate-Source-Spitzenspannung Vas +20 \ nicht periodisch
Max. Verlustleistung Py 40 W T =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Warmewiderstand
Chip — Gehéuse R ic <31 K/W
Chip — Umgebung Ry ia <75 K/W
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BUZ 171

Kennwerte
(bei 7; = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierypss | —50 | — - v Ves = OV
Durchbruchspannung I, = -025mA
Gate-Schwellenspannung Vas an) -2,1| =80 —-40 Vos = Vas
I, =-1mA
Drain-Reststrom Ioss - —-20 | —250 | A T, = 25°C
- —100( — 1000 T, =125°C
Vos = —50V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - -10 | —100 | nA Vas = —10V
Vs =0V
Drain-Source- Ros (on) - 0,3 04 Q Vos = —10V
Einschaltwiderstand I, = —45A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit e 15 2,2 - S Vos = —25V
I, = -45A
Eingangskapazitat Ciss - 900 1200 | pF Ves = 0OV
Ausgangskapazitat Coss — 320 500 ;/Ds = ;MZSV
Ruckwirkkapazitat Co. — [130 | 230 - e
Einschaltzeit ¢, b (o) - 20 30 ns Voo = =30V
(ton = td (on) + fr) rr - 60 95 ID = —2,9A
Ausschaltzeit 7,y t - 70 |90 Vos = — 10V
d (off) RAgs = 50Q
(totr = tyom + &) t - 55 75
Inversdiode
Gleichstrom Ipg - - -70 | A T =25°C
Gleichstrom, gepulst j - - - ~28
DurchlaBspannung Vip - —-20( -28 |V F =2x Iy
Vas =0V, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 90 - ns T, =25°C
Sperrverzégerungsladun - 023 | — c |k =In
P ’ N 9 G g Gr/ae = 100A/us
VW = —-30v
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BUZ 171

Verlustleistung P, = f(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik /o = f(Vyg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
T7=25 °C
w -
60 5 W
A 'S v
! ) A
50 o Tavy |/ )4
0V v
f \
40 < -10 f /
A 1> BV_|
7
\ [ A N v
N </ 65V |
20 N s :
N LA s
N
N p
10 AN A g,sv
v —
a 4,5V
N 0 4V
0 0 -2 -4 -6 -8 V-1
0 50 100 150°C
— T - Vs
Zul. Betriebsbereich I, = f(Vg) ) Typ. Ubertragungscharakteristik I = 7 (Vgg)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vps = —25V, Tj = 25°C
—102 -30
‘5‘ A
~ I
4 Ho0e2s /
S %=
N / Q 15us A
o“\’/< \ /
10" QQ’%\ / 100us 20 /
S /
- 5 N
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—10° -5 10 -5 v -102 0 -5 -10 -5V -20
- s Gs
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0S(on)

BUZ 171

Typ. Einschaltwiderstand Aps (o) = f(Ip)
C

Parameter: Vgg; 7j = 25°
15
Q
5 Ves=9V
| 55V
w0 6V
. 65V 1
AT |
/ 15V ||
[/ L8V
J iy %05
s LAAY
* - 7 7 v Yy
e LT oy
fo /:——-’:___,/ |
T
20V |
% -5 -10 A -5

Typ. Ubertragungssteilheit g,, = f (ID)’

Parameter: 80 ps-Puls-Test,

Vos = —25V, T, = 25°C

AN

Einschaltwiderstand Apg (o) = (7))
Parameter: In = —4,5A, Vgg = —10V
(Streubereich)

05 b
L798% 142

0/ Zaiiv%g
L typ.
03 P P yp

01

-50 0 50 100 °C 150

Gate Schwellenspannung Vs = f(7))
Parameter: Vpg = Vgg Ip = —fmA
(Streubereich)

-5
Yestm v

-3 e W

-50 0 50 100 °C 150
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BUZ 171

Typ. Kapazitdten C = f(Vpg)
Parameter: Vgg = 0, f = 1MHz
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DurchlaBkennlinie Inversdiode I = f(Vgp)
Parameter: T;, t, = 80 us
(Streubereich)
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A
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Drainstrom I, = f(7¢)
Parameter: Vgg = — 10V

-10

A

™N
N
N
50 100 °C 150
— = T



BUZ 171

Transienter Wiérmewiderstand Z,,,c = (1)
Parameter: D = /T

-
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T
I
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A
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BUZ 172

Eckwerte P-Kanal
Drain-Source-Spannung . Vs = —100V
Drain-Gleichstrom I = -5A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Ryg,, = 0,8 Q2
G
Ausfiihrung SIPMOS, P-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehéduse Kunststoffgehause 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.2g
Typ Bestellnummer
BUZ 172 C67078-A1451-A2
17520, 1w
3 2,8:01
GOS ~ |
vy \ ﬂ l‘ .l __‘
- = .
= d {%Z o
= ™M o~ o
SEE N, SRR
L+ s T I |
ST I S Ly
— - 9'2’012 L‘— f
{=e— 13,52 t—emte—15, 6202 —e=
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos -100 \
Drain-Gate-Spannung Voar —100 \ Rss = 20kQ
Drain-Gleichstrom Iy -5 A Tc =25°C
Drain-Strom, gepulst Ioous —-20 A Tc =25°C
Gate-Source-Spitzenspannung Vs +20 \ nicht periodisch
Max. Verlustleistung Py 40 W T =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Warmewiderstand
Chip — Gehause Rinuc <31 K/W
Chip — Umgebung Ry ia <75 K/W
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BUZ 172

Kennwerte

(bei 7; = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Viemyoss | —100{ — - \ Ves = OV
Durchbruchspannung I, = —-025mA
Gate-Schwellenspannung Vas in) -21| =30 —-40 Vos = Vgs
I, = —-1mA
Drain-Reststrom Inss - —-20 | —250 | pA T, = 25°C
- —100| — 1000 T =125°C
Vos = — 100V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - —10 | —100 | nA Ves = =10V
Vs = 0OV
Drain-Source- Rbs (on) - - 08 Q Ves = —10V
Einschaltwiderstand I —3,2A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Gre 0,9 11 - S Vos = —25V
ID = —3,2A
Eingangskapazitat Cies — 1000 | — pF Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss — 120 - ;/DS = 1_M2:V
Ruckwirkkapazitat Ce. — [0 |- - e
Einschaltzeit ¢,, 14 (on) - 15 20 ns Vee = —30V
(fon = fyom + 1) t _ 40 60 L, = -28A
Ausschaltzeit £, t - 70 90 Vos - —v
d (off) Rgs = 50Q
(ttt = tyiom + &) t - 40 55
Inversdiode
Gleichstrom R - - -5 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - -20
DurchlaBspannung Vo - - -13 |V I =2x Iy
Vas = OV, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, — 200 - ns T, =25°C
Sperrverzégerungsladun Q - 075 | — c |F =1Is
peerzbgeringsading | ar MY | G = 100A/s
Ve = —-30V
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BUZ 172

Verlustieistung 7, = /(7o) Zul. Betriebsbereich I, = f (Vo)
Parameter: O = 0,01, To = 25°C
W -
60 -10°
A
-5
50 hy
% e
\ 85us
40 N _10° //46:’/‘
e QQ%\QQ\ . N
30 N AN
N PN SN
N 1ms
NN |
20 N 0° ,
N H 10ms
N _g ! 100ms
10 N Lo fe
N 07
N oClLa
0 10 Hmn1 L L] g ;
0 50 100 150°C  -0° -5 -0' -5 -0’ -5 -10
— T —_— VDS
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BUZ 172

Gate Schwellenspannung Vasin = f(T)) Einschaltwiderstand Rps (on) = (7))
Parameter: Vpg = Vgg Ip = —f Parameter: I = —3,2A, Vgg = “lov
(Streubereich) (Streubereich)
-5 20
VGS(fhb Vv RDS(onl
’ . = [8%
i = 15
P4
Tt s P y
-3 e 7
I .
il L 1.0 v.d
S I 2 98%
-2 e =T v
A
05 =T
-1
0 0
-50 0 S0 100 °C 150 -50 0 50 100 °C 150
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BUZ 172

Drainstrom I = f(T¢)
Parameter: Vgg = — 10V

-6

578
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BUZ 172

Transienter Warmewiderstand Z,,,c = f (1)

Parameter: O = /T

L
W [ Il I
! L ==
! g
100 7
S t
5 M D=
| e \\ 1 0'5
=l (10,2
AN 0 Gos
] ] T 4
10 =4 002 P
~ 0,01 ¢ A—P’r
0 b
5 b=7 11
| B R e i
I 1
| [
10—2\ I
10° 5 1% 5 107 510 5 10 5 10° s
—-»t

10
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BUZ 173

Eckwerte P-Kanal
Drain-Source-Spannung _ Vos = —-200V
Drain-Gleichstrom L = =-3A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Rosomy =20

G
Ausfilhrung  SIPMOS, P-Kanal, Anreicherungstyp s

Gehéuse Kunststoffgehduse 14 A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.

Gewicht: ca.2g

Typ | Bestelinummer
BUZ173 | C67078-A1452-A2
1750, 1——+‘
GDS - e
rd *1 T‘ r — 11
o L Lo =
iy Glolii
= m o~
2elst 2 ] . jjT
s 4,6 = m ;
L‘ .'h‘—* 1
-3
& al N B
—— 9,2'0'2 o T
13,52 —mf=a—15, 6:202—emi
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vs —200 \
Drain-Gate-Spannung Voen —200 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I -3 A T =35°C
Drain-Strom, gepulst Ioous -12 A Tc =256°C
Gate-Source-Spitzenspannung Vos +20 v nicht periodisch
Max. Verlustleistung Py 40 W Tc =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehause 2 <31 K/W
Chip - Umgebung Ry ua <75 K/W
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BUZ 173

Kennwerte

(bei T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierypss | —200| — - \ Vos = OV
Durchbruchspannung I, = —-025mA
Gate-Schwellenspannung Vas () -21| -30]| —40 Vos = Vas
I, =-1mA
Drain-Reststrom Ipss - —20 | —250 | pA T, = 25°C
- —~100| — 1000 T, =125°C
Vos = —200V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - —-10 | —100 | nA Ves = —10V
Vos = OV
Drain-Source- Ros (on) - 1,0 2,0 Q Vos = —10V
Einschaltwiderstand I, = -=-2A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Grs 1,1 21 - S Vos = —25V
L, = -2A
Eingangskapazitat Ciss - 1000 | 1300 | pF Vos = OV
Ausgangskapazitat Coee - 130 | 200 ;/os = 1_M2:V
Ruckwirkkapazitat C.. — 45 |e0 - Mnz
Einschaltzeit t,, L4 (on) — 20 30 ns Vo = —30V
(fon = laom + &) t _ 80 95 I, = —-25A
- Vs = —5V
Ausschaltzeit 7 1 oty - 70 90 Res = 50Q
(ot = taom + &) t _ 55 75
Inversdiode
Gleichstrom j . - - -3 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst ) A — - —-12
DurchlaBspannung Voo - -1 -13 |V I =2x%x Iy
Ves =0V, 7, =25°C
Sperrverzégerungszeit t, — 200 - ns T, =25°C
Sperrverzégerungsladun Q, — 075 | - c |k =1Is
g 9 " . drrae = 100A/us
WV, = —100V
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BUZ 173

Verlustleistung Pp = f(T¢)

W -
60
50 I,
40 ~
30 N N
N
20 N
\\
10 \\
N
0
0 50 100 150°C
— Tc
Zul. Betriebsbereich I, = 7 (Vyg)
Parameter: D = 0,01, T = 25°C
-10°
A
_5 [D
\N /
1 \
-10 }é’l
2
5 SN
ﬁk\ N
/ ND N
DCARY N N
10° N N\
- 1ms FHH
. AY T
-5 i P
t X V10ms [
—p==P < HHH
T Y100 ms
T il
. TN
-0 -5 -0 -5 =102 -5 v-10°

VDS

582

Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vpg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,

T, =25°C
-8 PotowW | | ]
A
-1 l
\— v, =65V
_¢ |20V J‘YI//’GS v
10V
8V 13V 6V
-5
\// !
4 55V
//'( .
_3 / \ I
AN 5V_|
~ |
_2 1
~N
——t— L5V
-1 /r \‘1\
4V
0
0 10 -20 230V -4

- VDS

Typ. Ubertragungscharakteristik I = f (V)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = —25V, T = 25°C
-8
A
-7

I —t—

-6




RDS(on)

BUZ 173

Typ. Einschaltwiderstand Apg (o) = f(Ip)
°C

Parameter: Vgs: 7j = 25

8
Q
7
6 V=5V 55V |6V
)
4
3
v
2 A
g /33v
| eee———
175V 8V 9V 10V 20V
0 O N
0 -2 -4 -6 A -8

Typ. Ubertragungssteilheit gi; = (1)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = —25V, T = 25°C

-5 -6

— -]

-7 A-8

D

Einschaltwiderstand Apg ‘on, = f(T)
Parameter: I = —2A, Vgg = —1dv
(Streubereich)

5
RDS(on) Q
b y/
V]
A
3 A
A/
P A %%
2 — 7
A ///
L4 L = L -
1 L /’/typ
_——1””’
0
=50 0 50 100 °C 150
—
Gate Schwellenspannung Vasithy = f(Ty)
Parameter: Vpg = Vs Ip = —f
(Streubereich)
-5
Vst v
= 98%
-4 = =l
3 . typ] 1]
B e = 2%
-2 T T
-1
0
-50 0 50 100 °C 150

—_— = T

)
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BUZ 173

Typ. Kapazitaten C = f(Vpg) Drainstrom I = £(7¢)
Parameter: Vg5 = 0, f = IMHz Parameter: Vgg = — 10V
10" -4
nF
c I, A
-3
10° A} Cies \\
A\
s L N
\‘ -2
10" ~Coss N
.
5 ~ - \\
Crss ] \
102 0
0 -10 -20 -30 vV -40 0 50 100 °C 150
— — T

DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f(Vgp)
Parameter: 7, t, = 80 us
(Streubereich)

-10°
A
-5
IF
-0 7
E 250Ctyp. AT
=5 [150°Ctyp.
/
V7 _
} \rj-
/ 25°C (98%)
—10° A M50°C (98%)
'l'
-5 I ii
-10°
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BUZ 173

Transienter Warmewiderstand Z,,c = (9

Parameter: D = t,/T
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